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さ分布の測定精度向上のために，新らたに考案された slightly in-focussing techniq闘が実用上非








とくに実験では実用上きわめて重要なj) i についての Ar+イオンに対するスパッタリングを IMA を用
いることにより 5keV と 10keV.の場合について，入射角 0 ・， 45・，および60・の場合に測定を行い，






















(2) 主として IMA を中心とした実験により，イオン注入原子の三次元分布の決定， スパッタリング
収率の精密測定を行い，とくに後者においては keV 領域で入射イオンのエネルギー依存性がないこ
とを見出している。
(3) IMA による定量分析法の基礎となっている局所熱平衡プラスマモデルにもとづく定量分析法を開
発し，それを化合物半導体に応用して定量分析精度を詳しく論じると同時に，分析精度向上のため
-340-
の最適実験条件を決定し，理論的な説明を与えている。
以上のように本論文は表面分析法として最近広く用いられるようになった SIMS の基礎的問題につ
いて理論と実験の両面から検討を行うことによって，分析結果のより正確な解釈を可能にしたもので
半導体工学，材料物性工学上貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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